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В настоящей работе проведено исследование влияния отжига в диапазоне температур от  до  °C на параметры барьера 

Шоттки и тока утечки контактов Шоттки Ni/Au, Mo/Au и Re/Au к гетероструктурам AlGaN/GaN.
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The present work investigates the infl uence of annealing at temperatures ranging from  to  °C on Schottky barrier parameters and 

leakage current of Ni/Au, Mo/Au and Re/Au Schottky barriers on AlGaN/GaN heterostructures.
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Наиболее распространенными системами металлизации барье-

ров Шоттки являются системы на основе Ni (преимущественно 

Ni/Au), температурная стабильность которых ограничена  °C, 

о чем свидетельствуют различные исследования [, ]. Известно, 

что Au  в  составе металлизации ухудшает стабильность кон-

такта, поэтому предпринимаются попытки использования дру-

гих металлов в качестве контакта или исключения влияния Au. 

Для решения этой проблемы возможно использование проме-

жуточного металла, как, например, в  системах металлизации 

Ni/Mo/Au, Ni/Pt/Au и Ni/Ir/Au [], или применение тугоплавких 

металлов, например, Mo [] или Re [].

Эпитаксиальные слои AlGaN/GaN выращивались на под-

ложках сапфира толщиной  мкм методом МОГФЭ. Гетеро-

структура состояла из  нм слоя Al.Ga.N, , нм промежу-

точного слоя AlN и , мкм нелегированного буферного слоя 

GaN. Слоевое сопротивление, определенное вихретоковым 

методом, составило  Ом на квадрат. Слоевая концентра-

ция электронов в двумерном электронном газе и подвижность 

электронов измерялись методом Холла при комнатной тем-

пературе и  составили , ·  см− и   см/(В·с) соответ-

ственно.

Омические контакты на  основе системы металлизации 

Mo/Al/Mo/Au [] и исследуемые в работе барьеры Шоттки фор-

мировались методом электронно-лучевого распыления. Тол-

щины слоев рассмотренных систем металлизации составляли 

Рис. 1. Изготовленные тестовые барьеры Шоттки разных диаметров
(300, 200, 100, 80, 60, 40, 20 мкм)



ТЕХНОЛОГИИ И КОМПОНЕНТЫ МИКРО- И НАНОЭЛЕКТРОНИКИ 

 нм/ нм. Отжиг проводился в  атмосфере азота в  течение 

 минут при различных температурах от  до  °C с шагом 

 °C. На  рис.   изображены изготовленные тестовые барьеры 

Шоттки.

В процессе работы измерялись температурные зависимости 

вольт-амперных характеристик (ВАХ) и вольт-фарадные харак-

теристики (ВФХ) изготовленных барьеров Шоттки до и после 

отжига. Методами тока насыщения и энергии активации опре-

делялись коэффициент неидеальности, высота потенциального 

барьера и  эффективная постоянная Ричардсона. Из  величин 

напряжения отсечки и емкости в области неполного обеднения 

двумерного электронного газа определялись слоевая концентра-

ция и толщина барьерного слоя для контроля однородности эпи-

таксиальных слоев.

В результате работы показано улучшение параметров барьеров 

Шоттки на основе рассмотренных систем металлизации после 

проведения отжига. Проведение отжига при температурах выше 

 °C приводит к потере выпрямляющих свойств Ni/Au барьеров 

Шоттки, в то время как контакты на основе систем металлизации 

Re/Au и Mo/Au демонстрируют высокую температурную стой-

кость, причем первый контакт обладает лучшими параметрами 

при всех температурах отжига по сравнению с Mo и Ni. Следует 

отметить, что барьер Шоттки на основе Re показал лучшие пара-

метры по сравнению с другими системами уже непосредственно 

после напыления. На рис.  показаны прямая и обратная ВАХ 

исследуемых контактов после напыления.
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Рис.  2. Прямая и  обратная ВАХ барьеров Шоттки диаметром 
100 мкм непосредственно после напыления
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